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1.　仕様変更
2.　ドキュメント訂正追加等
3.　使用上の注意事項

H8S/2237,2227シリーズ電気的特性の
ご案内と仕様変更

H8S/2237,2227シリーズ全製品
全ロット

H8S/2237, 2227シリーズ
ハードウェアマニュアル 
(ADJ-602-176A) 永年

   日立シングルチップマイクロコンピュータ  H8S/2237, 2227シリーズ  ハードウェアマニュアル
におきまして、電気的特性のご案内(TBD値の決定)と仕様変更がありますので、ご連絡させて頂きます。
ご注意願います｡
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21.2. 電源電圧と動作周波数 

P640 図21.1 電源電圧と動作範囲（1）～（4）の周波数範囲を変更致します（アンダーライン部）。

変更前：（省略）

変更後：　マスクROM版　Vcc=2.2～3.6Vの動作周波数を5MHｚ(200ns)から6.25MHｚ(160ns)に拡大致します。

(2)電源電圧と発振周波数の範囲 (マスクROM版）
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(1)電源電圧と発振周波数の範囲 (ZTAT  版）
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(3)電源電圧と命令実行時間の範囲 (ZTAT  版） (4)電源電圧と命令実行時間の範囲 (マスクROM版）
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P.643 表21.2　DC特性(3) の 消費電流値を下記に 決定致します 。

項  目 記号
max.

単位

ク ロック サ イ ク ル時間 ｔcyc

min.

   100

測定
条件min. max.

条件A 条件B

   

－

リセ ット発振安定時間
 （水晶）

ソ フトウ ェ アス タ ンバイ 発振
安定時間（水晶）

外部ク ロック 出力安定遅延
時間

サ ブク ロック 発振安定時間

ｔOSC1

ｔOSC2

ｔDEXT

ｔOSC3

   20

   8

   500

500

2

   －

  －

   －

 74

－

   20

 8

500

  500

2

   －

  －

   －

  ns

 ms

 ms

μs

s

図21.3

図21.4

図20.3

図21.4

２１.３　DC特性

２１.４　AC特性

min. max.
条件C

    160160160160

－

            40404040

    16161616

1000100010001000

  500

3333

   －

P.646 表21.4　ク ロック タ イ ミング を下記に 決定致します 。

～～ ～～ ～～ ～～ ～～ ～～ ～～ ～～ ～～ ～～ ～～

～～ ～～ ～～ ～～ ～～ ～～ ～～ ～～ ～～ ～～ ～～

項  目 記号 max. 単位typ.min. 測定条件

消費電流*2 Icc*4 mA通常動作時 ｆ＝13.513.513.513.5 MHz     20202020
Vcc＝3.0V
－

アナログ
電源電流

     37373737
Vcc＝3.6V

mAス リープ時 ｆ＝13.513.513.513.5 MHz     15151515
Vcc＝3.0V
－      29292929

Vcc＝3.6V

mA全モジ ュール
ス トップ時

ｆ=13.513.513.513.5 MHz、Vcc=3.0V
 （参考値）

    15151515－ －

mA中速モード
 （φ/３２）時

    11111111－

μAサ ブアク ティブ
モード時

32.768kHz水晶発振子
使用時、Vcc=3.0V

－

μAサ ブス リープ
モード時

－

μAウ ォ ッチ モード時 －

μAス タ ンバイ 時*3 － Ta≦50℃
32.768kHz未使用時

－－

    60606060

    35353535

     8888

     0.010.010.010.01

    40404040

   160160160160

   90909090

      50505050

－ ｆ=13.513.513.513.5 MHz、Vcc=3.0V
 （参考値）

32.768kHz水晶発振子
使用時、Vcc=3.0V

32.768kHz水晶発振子
使用時、Vcc=3.0V

50℃＜Ta
32.768kHz未使用時

mAA/D、D/A変換中 －     0.80.80.80.8    1.51.51.51.5

A/D、D/A変換待機
時 μA－    0.010.010.010.01    5.05.05.05.0

リファ レンス
電源電流

mAA/D、D/A変換中 －     1.31.31.31.3    2.52.52.52.5

μA

AIcc

AIcc

A/D、D/A変換待機
時

－    0.010.010.010.01    5.05.05.05.0

【注】 ・・・
        *3  VRAM≦Vcc＜2.22.22.22.2 Vの とき、VIHｍｉｎ＝Vcc×0.9、VILmax＝0.3Vとした 場合の 値で す 。
        *4  Iccは 下記の 式に 従って Vccとfに 依存します 。
             Icc max.＝1.01.01.01.0 (mA)＋0.740.740.740.74 (mA/(MHｚ・V))×Vcc×f　(通常動作時)
             Icc max.＝1.01.01.01.0 (mA)＋0.580.580.580.58 (mA/(MHｚ・V))×Vcc×f  （ス リープ時）

RAMス タ ンバイ 電圧 VRAM 2.0 － － V

      10101010

     10101010
Vcc＝3.0VVcc＝3.0VVcc＝3.0VVcc＝3.0V
－      18181818

Vcc＝3.6VVcc＝3.6VVcc＝3.6VVcc＝3.6V
mAmAmAmA ｆ＝6.25MHzｆ＝6.25MHzｆ＝6.25MHzｆ＝6.25MHz

mAmAmAmA ｆ＝6.25MHzｆ＝6.25MHzｆ＝6.25MHzｆ＝6.25MHz     7.57.57.57.5
Vcc＝3.0VVcc＝3.0VVcc＝3.0VVcc＝3.0V
－      14141414

Vcc＝3.6VVcc＝3.6VVcc＝3.6VVcc＝3.6V

 AVcc=3.0V

 Vref=3.0V

～～ ～～ ～～ ～～ ～～ ～～ ～～ ～～ ～～～～

（2/　）

条件： マス ク ROM版 ：Vcc＝2.2～3.6V、AVcc＝2.2～3.6V、Vref＝2.2V～AVcc、Vss＝AVss＝0V、
                               Ta＝-20～+75℃（通常仕様品）、Ta＝-40～+85℃ （広温度範囲仕様品） *1

条件C （マス ク ROM版） ：Vcc＝2.2～3.6V、AVcc＝2.2～3.6V、Vref＝2.2V～AVcc、Vss＝AVss＝0V、
                                   φ＝32.768kHz、2～ 6.256.256.256.25 MHz、Ta＝-20～+75℃（通常仕様品）、
　　　　　　　　　　　　　　   Ta＝-40～+85℃ （広温度範囲仕様品） 

   －

   －



WR遅延時間1

WR遅延時間2

ライ トデータ 遅延時間

ライ トデータ セ ットアップ
時間

ｔWRD2

ｔWDD

ｔWDS

ｔWDH

  ns

  ns

 ns

 ns

ns

BACK遅延時間

バス フローティング 時間

ｔWRD1

ｔBACD

ｔBZD

ns

ライ トデータ ホールド時間

項  目 記号 単位 測定条件

図21.7～

図21.11

   
   －

   －

   －

   －

0.5tcyc-100

0.5tcyc-80

max.min.

条件C

   －

   
   －

   －

   －

   －

0.5tcyc ---- 80808080

0.5tcyc- 60606060

max.min.

条件C

   －

   －

   －

TBD

TBD

TBD

160160160160

   －

   －

100100100100

9999 0000

ns

P.650 表21.6　バス タ イ ミング (1)を下記に 決定致します 。

P.651 表21.6　バス タ イ ミング (2)を下記に 決定致します 。

～～

～～

～～

～～

～～

～～

～～

～～

～～

～～

～～

～～

～～

～～

～～

～～

～～

～～

～～

～～

9999 0000

9999 0000

項  目 記号 単位

アドレス 遅延時間

測定条件

アドレス
セ ットアップ時間

アドレス
ホールド時間

CS遅延時間

AS遅延時間

RD遅延時間1

RD遅延時間2

リードデータ
セ ットアップ時間

リードデータ
ホールド時間

ｔAS

ｔAH

ｔCSD

ｔASD

ｔRSD1

ｔRSD2

ｔRDH

ｔACC1

  ns

  ns

  ns

  ns

  ns

 ns

 ns

ns

図21.7～

図21.11

リードデータ
アク セ ス 時間1

リードデータ
アク セ ス 時間2

リードデータ
アク セ ス 時間3

リードデータ
アク セ ス 時間4

リードデータ
アク セ ス 時間5

ｔAD

ｔRDS

ｔACC2

ｔACC3

ｔACC4

ｔACC5

ns

ns

ns

ns

ns

ns

min.

条件C

0.5×tcyc-60

   
   －

   －

90909090

 －

  90909090

   －

   －

0.5×tcyc-30

   －

   －   90909090

   －

   －

   －

   －

   －

   －

  0

  50505050

max.

 －

  90909090

   90909090

1.0×tcyc-901.0×tcyc-901.0×tcyc-901.0×tcyc-90

1.5×tcyc-901.5×tcyc-901.5×tcyc-901.5×tcyc-90

2.0×tcyc-902.0×tcyc-902.0×tcyc-902.0×tcyc-90

2.5×tcyc-902.5×tcyc-902.5×tcyc-902.5×tcyc-90

3.0×tcyc-903.0×tcyc-903.0×tcyc-903.0×tcyc-90

変更前： 変更後：

（3/　）

TBD

TBD



20

P.657 表21.7　内蔵周辺タイミングを下記に決定致します。

項  目 記号
max.

単位

出力データ遅延時間
min.
条件A

   

入力データセットアップ時間

入力データホールド時間

タイマ出力遅延時間

タイマ入力セットアップ時間

タイマクロック入力セットアップ時間

タイマ出力遅延時間

ｔPRS

ｔPRH

ｔTOCD

ｔTICS

ｔTCKS

ｔCKWH

ｔTMOD

ｔTMRS

   －

100

 －

  ns

  ns

 ns

図21.13

   －ｔPWD

ｔCKWL

ｔTMCS

ｔTMCWH

ns

ns

ns

タイマクロック
パルス幅

図21.14

図21.18

I/O
ポート

50

   －50

TPU 100

 －50

   －50

単エッジ指定

両エッジ指定 2.5

1.5

 －

   － ｔcyc

図21.15

TMR

タイマリセット入力セットアップ時間

   － 100

 －50

   －50

単エッジ指定

両エッジ指定 2.5

1.5

 －

   －

タイマクロック入力セットアップ時間

タイマクロック
パルス幅

ｔcyc

図21.16

ｔTMCWL

BUZZ出力遅延時間 ｔBUZD nsWDT1    － 100 図21.19

ｔScyc調歩同期

クロック同期 6

4

 －

   －入力クロック
サイクル

ｔcyc 図21.20SCI

入力クロックパルス幅 ｔSCKW 0.4 0.6 ｔScyc

入力クロック立ち上がり時間 ｔSCKr   － 1.5 ｔcyc

入力クロック立ち下がり時間 ｔSCKf   － 1.5

送信データ遅延時間 100 nsｔTXD    －

受信データセットアップ時間（クロック同期） ｔRXS 100  －

受信データホールド時間（クロック同期） ｔRXH 100  －

ns

ns

トリガ入力セットアップ時間 ｔTRGS 50  － ns

図21.21

図21.22A/D
変換器

min.
条件B

   －

100

 －

   －

50

   －50

100

 －40

   －40

2.5

1.5

 －

   －

   － 100

 －50

   －50

2.5

1.5    －

   － 100

6

4

 －

   －

0.4 0.6

   － 1.5

   － 1.5

100   －

75  －

75  －

40  －

min.
条件C

   －

150150150150

 －

   －

50

   －80

 －60

   －60

2.5

1.5    －

   －

 －80

   －80

2.5

1.5

 －

   －

  －

6

4

 －

   －

0.4 0.6

   － 1.5

   － 1.5

   －

150    －

150    －

60  －

max. max.

図21.17

項  目 単位

分解能 ビット

pF

LSB

変換時間

アナログ入力容量

許容信号源インピーダンス

非直線性誤差

オフセット誤差

フルスケール誤差

量子化誤差

絶対精度

LSB

LSB

LSB

LSB

max.typ.min.

10 10

－ －

10

13.4

－ －

－ －

20

5

－ －

－ －

±6.0

－ －

－ －

条件A

－ －

±4.0

±4.0

±0.5

±8.0

μｓ

ｋΩ

max.typ.min.

10 10

－ －

10

9.9

－ －

－ －

20

－ －

－ －

－ －

－ －

条件B

－ －

max.typ.min.

10 10

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

条件C

－ －

5

±6.0

±4.0

±4.0

±0.5

±8.0

10

21.421.421.421.4

5555

±6.0±6.0±6.0±6.0

±4.0±4.0±4.0±4.0

±4.0±4.0±4.0±4.0

±0.5±0.5±0.5±0.5

±8.0±8.0±8.0±8.0

P.661 表21.8　A/D変換特性を下記に決定致します。

２１.５　A/D変換特性

150150150150

150150150150

150150150150

150150150150

（4/　）

測定
条件

   －

   －



P.662 表21.9　D/A変換特性を下記に決定致します。

２１.６　D/A変換特性

項  目 測定条件

分解能

変換時間

絶対精度

負荷抵抗 4MΩ

max.typ.min.

8 8

－ －

8

10

－ ±2.0

条件A

－ －

±3.0

±2.0

単位

ビット

LSB

LSB

μｓ

負荷抵抗 2MΩ

負荷容量 20pF

max.typ.min.

8 8

－ －

8

10

－ ±2.0

条件B

－ －

±3.0

±2.0

max.typ.min.

8 8

－ －

8

10101010

－ ±3.0±3.0±3.0±3.0

条件C

－ －

±4.0±4.0±4.0±4.0

±3.0±3.0±3.0±3.0

（5/E　）


